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9.  研究実績の概要 

下欄には、当該年度に実施した研究の成果について、その具体的内容、意義、重要性等を、交付申請書に記載した 

「研究の目的」、「研究実施計画」に照らし、600字～800字で、できるだけ分かりやすく記述すること。また、国立 

情報学研究所でﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ化するため、図、ｸﾞﾗﾌ等は記載しないこと。 

本研究の目的は、大きなキャリア輸送障壁のないOFETの作製法を確立し、大面積フレキシブルTHzイメージングデバ

イスを創出するための基礎的な知見を得ることである。そのために、（１）グラフォエピタキシー効果を利用し、微小

なバンド端ゆらぎを残したまま大きなキャリア輸送障壁が無いOFETを作製する方法の研究、ならびに、（２）有機電界

効果トランジスタ（OFET）におけるゲート電場誘起キャリアによるTHz帯分光学的研究の２サブテーマを平行して行っ

ている。 

（１）のサブテーマについて、アモルファス基板表面に適切な周期的な溝構造を形成することによって、溝端部に

おける表面の折れ曲がり線に対してペンタセン結晶粒の b 軸が垂直になるように配向成長することを実証し、成長条

件の最適化によって大きなキャリア輸送障壁を有する結晶粒界の数を１／２に減らすことに成功した。この障壁低減

効果には、面内配向による効果に加えて、溝端部での核生成頻度が高いことによって、結晶粒が一直線に並ぶことの

効果が加わっていることを考察した。 

（２）のサブテーマについて、OFET中の電場誘起キャリアによって、容易に検出できるレベルのTHz波吸収が生じる

ことを示した。その吸収スペクトルは、単純なDrudeモデルでは説明できず、キャリアが置かれた環境のポテンシャル

ゆらぎの影響を受けていることが示唆された。今後、様々なOTFTの作製技術を統合して研究を進めてゆくことによっ

て、THz吸収スペクトルからキャリアの状態を知るための基礎的な知見を蓄積してゆけるものと期待される。さらに、

この結果は、OFET中のキャリアがTHzフォトンのエネルギーを吸収していることを示すものでもあることから、THzセ

ンサへの応用にも希望が持てる結果である。 

 

 

 
                                                                                    

 

 

10. キーワード 
(1)テラヘルツ／赤外材料・素子(2) 結晶工学            (3) 先端機能デバイス        (4) 有機半導体              

(5) 半導体物性               (6)                          (7)                        (8)                         
 
 



 

 

11．現在までの達成度 
 下欄には、交付申請書に記載した「研究の目的」の達成度について、以下の区分により自己点検による評価を行い、 
その理由を簡潔に記述すること。また、国立情報学研究所でﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ化するため、図、ｸﾞﾗﾌ等は記載しないこと。 

＜区分＞①当初の計画以上に進展している。 ②おおむね順調に進展している。 ③やや遅れている。 ④遅れている。 
（区分）②おおむね順調に進展している。 
（理由）２つの研究サブパートのいずれについても、国際会議発表あるいは論文投稿に至るだけの結果を得た。 
 
 
 

 
12．今後の研究の推進方策 
 本研究課題の今後の推進方策について簡潔に記述すること。研究計画の変更あるいは研究を遂行する上での問題点 

があれば、その対応策なども記述すること。また、国立情報学研究所でﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ化するため、図、ｸﾞﾗﾌ等は記載し 
ないこと。 
今回実証したグラフォエピタキシーの効果をさらに高める工夫について、様々な試みを行ってゆく予定である。 
さらに、 今後基礎的な実験と平行して、THz 波照射によるソース−ドレイン間ドリフト電流の変化を測定することで、

THz フォトンより受け取ったエネルギーによってペンタセン FET に電界誘起されたキャリアのドリフトが促進され

ることを確認する実験も行う。また、実験の進展に応じて、THz 波イメージングのための検証実験も行う。 

 
13．研究発表（平成２３年度の研究成果） 
  
※ 「13．研究発表」欄及び「14．研究成果による産業財産権の出願・取得状況」欄において記入欄が不足する 
   場合には、適宜記入欄を挿入し、それによりページ数が増加した場合は、左端を糊付けすること。 
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15. 備考 

 ※ 研究者又は所属研究機関が作成した研究内容又は研究成果に関するｗｅｂページがある場合は、ＵＲＬを記載す 

ること。 

http://mswebs.naist.jp/LABs/greendevice/index.html 

 
 
 


